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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/105    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8246   (2006.01)
   Ｇ１１Ｃ  11/15     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  43/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  43/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/82     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４４７　
   Ｇ１１Ｃ  11/15    １１０　
   Ｇ１１Ｃ  11/15    １１２　
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   Ｈ０１Ｌ  43/10    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成24年1月13日(2012.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリ・デバイスであって、
　固定磁性層と、
　前記固定磁性層の上のトンネル障壁層と、
　前記トンネル障壁層の上に形成された自由磁性構造であって、
　　第１の自由磁性層と、
　　前記第１の自由磁性層に接する第１の中間層と、
　　前記第１の中間層に接するとともに前記第１の自由磁性層に弱く強磁性結合されてい
る第２の自由磁性層とを含む前記自由磁性構造と、を備え、
　前記自由磁性構造にスピン偏極電子電流を作用させることによってプログラムされ得る
メモリ・デバイス。
【請求項２】
　前記強磁性結合の強度が５０エルステッドから５００エルステッドの間である、請求項
１に記載のメモリ・デバイス。
【請求項３】
　前記第１の中間層が、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｏｓ、およびＲｅからなる群から選択された元素を
含み、前記第１の中間層が約１．２ナノメートルから約１．７ナノメートルの範囲の厚さ
を有する、請求項１に記載のメモリ・デバイス。
【請求項４】
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　前記第１の中間層が絶縁材料を含む、請求項１に記載のメモリ・デバイス。
【請求項５】
　前記第１の中間層が導電性材料を含む、請求項１に記載のメモリ・デバイス。
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